ВАРИАНТ 7
1. Начертайте волт-амперната характеристика и еквивалентните схеми на ценеров диод в права и обратна посока.

2. Начертайте еквивалентните схеми по постоянен ток при диод, свързан в права и в обратна посока. 
3. Определете неизвестните величини 
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4. Начертайте еквивалентната схема на транзистора за малък променлив сигнал при ниски честоти.

5. Посочете приблизителните връзки между параметрите rbe, re, rce, gm и h-параметрите при биполярните транзистори.

6. Начертайте графиката на максимално допустимата колекторна мощност ( Pmax = f(Ta) ) при транзистори с и без радиатор.
7. Начертайте примерната конструкция на MOS транзистори с вграден и индуциран канал. 
8. Начертайте символното означение и предавателната (проходната) характеристика на p-MOS транзистор с индуциран канал.
9. Напишете условията за работа на n-MOS транзисторите в линейната (триодна) и насищане (пентодна) области и напишете съответните формули за дрейновия ток. 
10. Начертайте изходната волт-амперна характеристика на симетричния тиристор.

11. Волт-амперна и спектрална характеристики на светодиоди с различен цвят на светене.

12. Начертайте примерната конструкция на ЕЛТ.
Всеки верен отговор се оценява с 3 точки. Всяка грешка или пропуск намаляват оценката на съответния въпрос минимум с 1 точка. Отговори, които не са по съществото на  зададения въпрос не се оценяват.

Общият брой получени точки (максимум 36т.) се сумира с точките, получени по време  на семестъра (максимум 24т.).  

При преминаването от точки в оценка по шестобалната система се използва след​ната таблица: 


Среден (3): от 18 до 29 точки;  


Добър (4):  от 30 до 39 точки;  
Много добър (5): от 40 до 49 точки;


Отличен (6): над 49 точки или при над 45 точки, от които минимум 34 т. от изпитния тест.

Време за работа - 1ч.
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